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EREABEAAALT Y €a— s KIERTHE, BEI Vo — 5 OREOMILEE NS h 5 & E4
Sh., ABAEO THEHMEHRIAZL, ‘

F—ETR, AEOEELERICODVTHRN, BREOHMEA B,

BoETE, GaAs O BEHEN AT S0 % HICE% L EER Y 5 X <BLEHiIc S Tl ik,
FHEHERO TS, KR, BHEHRALICEEED RFEEMISBELTHY, ZhhGaAs MESF
BT $MEKEERT 2 LCEEMMEE L3 BEHO I L, RESHLOLEIBRTED LT T
54 A ¥ MO GaAs MESFET ABI%d 3 HEAH 5 WA RT3,

—431 —



FEBTHE, BRASEEY VYA ML 5FICAY, GaAs K LBMICEBD TRELY 5 v b+
—BEAVPEONIBAHRATUD TIREEIML, ZOBRBIOLTEEBENEEFNIEIEL OEEL
A 5.

BWEICANT, BB TRNLBIICREL Y 3 v b 2 —BAE A 4 YEARRE MV 3Hc LD
HIDTHEEL B -/ " LT T 54 AV PR 24818453, 2L C, TOHERERVEELTT 54
AV bEGaAs MESFET T, £k GaAs MESFET &, REEMOEZELERHIN, vV —X
BFELSEL L, RFEEOUENR 6N ABEXHL KT 3,

BRECHE, ® L7754 4 Y MY GaAs MESFET 2EART & LCERICRII LA, 1 K RO 4K
Yy b GaAs A4 7 4« v7 RAM D& FELH EFHMESERIC OV THEN, GaAs LI SidiEm
BEHEL, SEEEENEENMCBENTO 2EAHELICT 5,

BAETIE, S5 GaAsERRBOE#ELA R/ LTREENS nT BOBILS DR (va —
PF 2 2R ROVTREAMAILE, nF+» 2 VEBOSEELEBERLERI-dABERLL
FTAINEABL 7oA 4 YEABM L 20 TiEdd 5,

BLETR, FARXOHALWLERST Z2ITH 4, GaAs ERBEIBRNAHAAE D v £a— 7 iIKEH &
NIBEDHRICOVTHRT %o _

BAECHROT, FIEEKEONTIMARREEZENL TBX S,

BXOBERRROE

£
oy

FHEERBRKIETL D EE  SEEOAHRNRBLHESE EFTELN, Bifl, Si X0 BFHEHEH
HiEAE W GaAs AV ERERKISEEEED TS, UL, #RD GaAs MESFET ( MEtal-
Semiconductor Field Effect Transistor) Tit, REZEZBOIHY — X, 7 — b EOFEER
WAL, SHEERERETEE,M >,

AFETIE, GaAs BRIKERMALEBD V¥4 FEAERSEAT EICXD, GaAs o L BTICHE
OTRER Y a v P+ —HEPBONIEELRHL, HicW Si 2BV GalAs Yo v b+~ 14—
FIZ800'COT=— LR BHUHEARFODCEARB LI, COMEBMICENI- v v P+ &L
CNTT 542V AL YEABERERVEZEICLD, RAEZBOFED/NSVWEERLICE L«
LT T4 AV GaAs MESFET QBIRICHRTIL -, Bic, 0 GaAs MESFET 2HART &
LT, HRSEEHED GaAs 1K2X 54 v 7 RAM, GaAs EREEIERE L THREAHED GaAs 4
Kz %54 v 27 RAM OBIZEICE I Lizo

LIk, &Bi%id GaAs MESFET FOBSHNARIL, 0% A0 THE - BEED GaAs £
B OBARICHEI L bDTHY, ABRICLD KEFEL S~ Ei&E GaAs BREERKZAAAL 2 ~
Ea—s —ICHBTBE, BETY Ca—5 —DHEDMEREIERSNG EELLN, THNRR
BHTRED, > TEBXBIEELRYE L THESZ D EBD 5,

—432—





